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酸化ガリウムは α、β、ɤ、δ、εの 5つの結晶構造が知られており、安定相である β-Ga2O3

は融液成長によりバルク結晶が作製できるため、ホモエピタキシャル成長を用いたパワ

ーデバイスへの応用研究が急速に進展してきている[1]。一方で準安定相の一つである

ε-Ga2O3は GaN や AlN、SiC、c 面サファイア基板などの異種基板上での成長が報告され

ており、これらを用いた種々のヘテロ構造デバイスが期待される。これまでに我々は、

水素フリーのハライド気相成長法（HVPE法）を用いた β-Ga2O3の高純度かつ高速成長技

術を確立し[2]、さらに HVPE 法の III族原料である GaCl の不均化反応で生成した GaCl3

を III族原料として用いると、サファイア、GaNテンプレート上に ε-Ga2O3成長が可能と

なることを報告した[3]。今回は、GaCl と Cl2の反応で制御して生成した GaCl3を用いた

トリハライド気相成長法（THVPE 法）による ε-Ga2O3成長を試み、HVPE 法との比較を

行ったので報告する。 

III族原料に GaClまたは GaCl3、VI族原料に O2、キャリアガスに N2を用いた。III族供

給分圧 1.7×10
-4 

atm、VI族供給分圧 0.24 atm、成長温度を 500℃として成長を行った。図 1

は GaCl（HVPE法）および GaCl3（THVPE法）にて c面サファイア基板上に成長させた

ε-Ga2O3のサンプル全景写真である。GaClを用いた HVPE法では成長膜上に多量の粉体が

確認された。一方で GaCl3を用いた THVPE 法においては粉体生成なく透明な ε-Ga2O3膜

が成長することがわかった。これは、成長温度 500℃における成長の駆動力の違いに起因

するものと考えられ

る。成長膜の特性等の

詳細は当日報告する。 
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Fig. 1. Photograph of ε-Ga2O3 epilayers 
on c-plane sapphire grown by HVPE and THVPE 
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